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CVDプロセスによって様々な基板材料上に堆積可能なSi薄膜はMEMSに広く利用されている。

CMOS との混載が可能であることは大きなメリットといえる。しかしながら、薄膜中に含まれる

結晶粒界等の欠陥部では、MEMS駆動時に内部摩擦によるエネルギーの散逸が生じる[1]。我々は、

Niフェリチンを用いた金属誘起横方向結晶成長（MILC）によって Si薄膜に含まれる結晶粒径を

増大させ、欠陥部におけるエネルギー損失を低減させたカンチレバー振動子の試作を行った [2]。

今回、MILCにおける結晶成長に方向性を付与し、均一な Si薄膜の結晶化を行ったので報告する。 

熱酸化された Si基板上に CVDでアモルファス Si薄膜を堆積させた後、カンチレバー形状にエ

ッチング加工した。Niフェリチンをカンチレバー先端に配置し、MILCを行った。Niシリサイド

の拡散、すなわち結晶成長の方向はカンチレバーの軸方向に制限されることになる（Fig.1）。結晶

化状態を電子後方散乱回折法（EBSD）で観察し、カンチレバー幅（530m）との相関を調べた。 

幅 30, 20mのカンチレバーでは、方位が異なる結晶粒で構成されていることが分かる（Fig.2）。

Ni フェリチン吸着領域で生成した複数の核からの成長が競合して起こった結果といえる。幅 10, 

5mのカンチレバーでは、ほぼ均一な結晶方位となった。Niフェリチン吸着領域に含まれる結晶

成長核の数が抑えられ、ひとつの核からの成長で占められたといえる。30時間のアニールを行っ

たサンプルでは、Ni フェリチンの吸着領域端からの結晶成長は 140m に達した。Ni フェリチン

吸着位置、MILC成長経路の制限、そしてアニール時間の調節を行うことで、Si薄膜MEMSにお

ける結晶化状態の制御ができるといえる。 
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Fig. 2: Resonant characteristics. Scale bar is 20m. Fig. 1: Growth direction 

controlled MILC. 
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